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(54) 발명의 명칭 상보형 BEOL 커패시터

(57) 요 약

CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체는, 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조체를

포함한다.  MOM 커패시터 구조체는 집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층에 커

플링된다.  MOM 커패시터 구조체는 인터커넥트 스택의 적어도 하나의 하부 인터커넥트 층을 포함한다.  CBC 구조

체는 또한 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 인터커넥트 스택의 제 2 상부 인터커넥트 층을 포함할 수 있다.  CBC

구조체는 또한 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 적어도 하나의 금속 절연체 금속

(MIM) 커패시터 층을 포함한다.  이에 더해, CBC 구조체는 또한 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시터

구조체를 포함할 수 있다.  MIM 커패시터 구조체는, 제 1 상부 인터커넥트 층의 일부를 갖는 제 1 커패시터 플레

이트 및 MIM 커패시터 층(들)의 일부를 갖는 제 2 커패시터 플레이트를 포함한다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

커패시터로서,

집적 회로(IC; integrated circuit) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층에 커플링된 금속

산화물 금속(MOM; metal oxide metal) 커패시터 구조체 ― 상기 MOM 커패시터 구조체는 상기 인터커넥트 스택의

적어도 하나의 하부 인터커넥트 층을 포함함 ―;

상기 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 상기 인터커넥트 스택의 제 2 상부 인터커넥트 층;

상기 제 1 상부 인터커넥트 층과 상기 제 2 상부 인터커넥트 층 사이의 적어도 하나의 금속 절연체 금속(MIM;

metal insulator metal) 커패시터 층; 및

상기 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시터 구조체를 포함하고,

상기  MIM  커패시터  구조체는,  상기  제  1  상부  인터커넥트  층의  적어도  일부를  포함하는  제  1  커패시터

플레이트, 및 상기 적어도 하나의 MIM 커패시터 층의 적어도 일부를 포함하는 제 2 커패시터 플레이트를 포함하

는,

커패시터.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층과 상기 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 추가적인 MIM 커패시

터 구조체를 더 포함하고,

상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체는, 제 1 커패시터 플레이트, 유전체 층, 및 제 2 커패시터 플레이트로서의

상기 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트를 포함하는,

커패시터.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 1 부분은 상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이

트에 커플링되고,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 2 부분은 상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 2 커패시터 플레이

트에 커플링되는,

커패시터.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

셀 폰, 핸드-헬드 개인용 통신 시스템(PCS) 유닛, 셋 톱 박스, 음악 플레이어, 비디오 플레이어, 엔터테인먼트

유닛, 내비게이션 디바이스, 휴대용 데이터 유닛, 및/또는 고정 위치 데이터 유닛에 집적되는,

커패시터.

청구항 5 

커패시터의 제조 방법으로서,
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집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 하부 인터커넥트 층들 내에 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조

체를 형성하는 단계;

상기 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 적어도 하나의 금속 절연

체 금속(MIM) 커패시터 층을 증착하는 단계; 및

상기 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시터 구조체를 형성하는 단계를 포함하고,

상기  MIM  커패시터  구조체는,  상기  제  1  상부  인터커넥트  층의  적어도  일부를  포함하는  제  1  커패시터

플레이트, 및 상기 적어도 하나의 MIM 커패시터 층의 적어도 일부를 포함하는 제 2 커패시터 플레이트를 포함하

는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 인터커넥트 스택의 상기 제 1 상부 인터커넥트 층과 상기 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 추가적인 MIM

커패시터 구조체를 제작하는 단계를 더 포함하고,

상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체는, 제 1 커패시터 플레이트, 유전체 층, 및 제 2 커패시터 플레이트로서의

상기 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트를 포함하는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트에 상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 1 부

분을 커플링하는 단계; 및

상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 2 커패시터 플레이트에 상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 2 부

분을 커플링하는 단계를 더 포함하는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 8 

제 5 항에 있어서,

셀 폰, 핸드-헬드 개인용 통신 시스템(PCS) 유닛, 셋 톱 박스, 음악 플레이어, 비디오 플레이어, 엔터테인먼트

유닛, 내비게이션 디바이스, 휴대용 데이터 유닛, 및/또는 고정 위치 데이터 유닛에 상기 커패시터를 집적시키

는 단계를 더 포함하는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 9 

커패시터로서,

제 1 커패시터 플레이트, 및 집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층을 제 2 커

패시터 플레이트로서 포함하는 제 1 금속 절연체 금속(MIM) 커패시터 구조체; 및

상기 인터커넥트 스택의 상기 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이의 제 2 MIM 커패시터

구조체를 포함하고,

상기 제 2 MIM 커패시터 구조체는, 제 1 커패시터 플레이트, 유전체 층, 및 제 2 커패시터 플레이트로서의 상기

제 1 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트를 포함하는,

커패시터.
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청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 1 부분은 상기 제 2 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트에

커플링되고,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 2 부분은 상기 제 2 MIM 커패시터 구조의 상기 제 2 커패시터 플레이트에

커플링되는,

커패시터.

청구항 11 

제 9 항에 있어서,

상기 인터커넥트 스택의 상기 제 1 상부 인터커넥트 층에 커플링된 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조체를

더 포함하고,

상기 MOM 커패시터 구조체는 상기 인터커넥트 스택의 적어도 하나의 하부 상호접속 층을 포함하는,

커패시터.

청구항 12 

제 9 항에 있어서,

셀 폰, 핸드-헬드 개인용 통신 시스템(PCS) 유닛, 셋 톱 박스, 음악 플레이어, 비디오 플레이어, 엔터테인먼트

유닛, 내비게이션 디바이스, 휴대용 데이터 유닛, 및/또는 고정 위치 데이터 유닛에 집적되는,

커패시터.

청구항 13 

커패시터로서,

집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층에 커플링된, 전하를 저장하기 위한 수단

― 상기 전하 저장 수단은 상기 인터커넥트 스택의 적어도 하나의 하부 인터커넥트 층을 포함함 ―;

상기 전하 저장 수단에 커플링된 상기 인터커넥트 스택의 제 2 상부 인터커넥트 층; 

상기 제 1 상부 인터커넥트 층과 상기 제 2 상부 인터커넥트 층 사이의 적어도 하나의 금속 절연체 금속(MIM)

커패시터 층; 및

상기 전하 저장 수단에 커플링된 MIM 커패시터 구조체를 포함하고,

상기  MIM  커패시터  구조체는,  상기  제  1  상부  인터커넥트  층의  적어도  일부를  포함하는  제  1  커패시터

플레이트, 및 상기 적어도 하나의 MIM 커패시터 층의 적어도 일부를 포함하는 제 2 커패시터 플레이트를 포함하

는,

커패시터.

청구항 14 

제 13 항에 있어서,

상기 인터커넥트 스택의 상기 제 1 상부 인터커넥트 층과 상기 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 추가적인 MIM

커패시터 구조체를 더 포함하고,

상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체는, 제 1 커패시터 플레이트, 유전체 층, 및 제 2 커패시터 플레이트로서의

상기 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트를 포함하는,

커패시터.
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청구항 15 

제 14 항에 있어서,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 1 부분은, 상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레

이트에 커플링되고,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 2 부분은, 상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 2 커패시터 플레

이트에 커플링되는,

커패시터.

청구항 16 

제 13 항에 있어서,

셀 폰, 핸드-헬드 개인용 통신 시스템(PCS) 유닛, 셋 톱 박스, 음악 플레이어, 비디오 플레이어, 엔터테인먼트

유닛, 내비게이션 디바이스, 휴대용 데이터 유닛, 및/또는 고정 위치 데이터 유닛에 집적되는,

커패시터.

청구항 17 

커패시터의 제조 방법으로서,

집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 하부 인터커넥트 층들 내에 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조

체를 형성하는 단계;

상기 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 적어도 하나의 금속 절연

체 금속(MIM) 커패시터 층을 증착하는 단계; 및

상기 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시터 구조체를 형성하는 단계를 포함하고,

상기  MIM  커패시터  구조체는,  상기  제  1  상부  인터커넥트  층의  적어도  일부를  포함하는  제  1  커패시터

플레이트, 및 상기 적어도 하나의 MIM 커패시터 층의 적어도 일부를 포함하는 제 2 커패시터 플레이트를 포함하

는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 18 

제 17 항에 있어서,

상기 인터커넥트 스택의 상기 제 1 상부 인터커넥트 층과 상기 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 추가적인 MIM

커패시터 구조체를 제조하는 단계를 더 포함하고,

상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체는, 제 1 커패시터 플레이트, 유전체 층, 및 제 2 커패시터 플레이트로서의

상기 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이트를 포함하는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 19 

제 18 항에 있어서,

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 1 부분을 상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 1 커패시터 플레이

트에 커플링하는 단계;

상기 제 2 상부 인터커넥트 층의 제 2 부분을 상기 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 상기 제 2 커패시터 플레이

트에 커플링하는 단계를 더 포함하는,

커패시터의 제조 방법.

청구항 20 
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제 17 항에 있어서,

셀 폰, 핸드-헬드 개인용 통신 시스템(PCS) 유닛, 셋 톱 박스, 음악 플레이어, 비디오 플레이어, 엔터테인먼트

유닛, 내비게이션 디바이스, 휴대용 데이터 유닛, 및/또는 고정 위치 데이터 유닛에 상기 커패시터를 집적시키

는 단계를 더 포함하는,

커패시터의 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 개시물은 일반적으로 커패시터들에 관한 것이다.  더욱 구체적으로, 본 개시물은 상이한 도전성 인터[0001]

커넥트 층들로부터의 하나 또는 그 초과의 금속 절연체 금속(MIM; metal insulator metal) 커패시터들과 금속

산화물 금속(MOM; metal oxide metal) 커패시터를 조합하는 상보형 BEOL(back end of line) 커패시터 구조체에

관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 커패시터들은 집적 회로들에 널리 이용된다.  도 1은 인터커넥트 스택(110)을 포함하는 집적 회로(IC)[0002]

디바이스(100)의 단면을 예시하는 블록도이다.  IC 디바이스(100)의 인터커넥트 스택(110)은 반도체 기판(예를

들어, 실리콘 웨이퍼)(102) 상에 다수의 도전성 인터커넥트 층들(M1,..., M9, M10)을 포함한다.  반도체 기판

(102)은 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터들(130)을 지지한다.  이 예시에서, 제 1 MOM 커패시터(130A)는 M3 및

M4 인터커넥트 층들 내에 형성되고, 제 2 MOM 커패시터(130B)는 M5 및 M6 인터커넥트 층들 내에 형성된다.  MOM

커패시터들(130)(130A 및 130B)은 인터커넥트 스택(110)의 도전성 인터커넥트 층들(M3 및 M4/M5 및 M6)을 이용

하여 상이한 극성들의 측부 도전성 핑거들로부터 형성된다.  유전체(미도시)는 도전성 핑거들 사이에 제공된다.

[0003] 이 예시에서, MOM 커패시터들(130)은 인터커넥트 스택(110)의 하부 도전성 인터커넥트 층들(예를 들어,[0003]

M1-M6) 내에 형성된다.  인터커넥트 스택(110)의 하부 도전성 인터커넥트 층들은 더 작은 인터커넥트 폭들 및

공간들을 갖는다.  예를 들어, 도전성 인터커넥트 층들(M3 및 M4)의 치수들은 도전성 인터커넥트 층들(M5 및

M6)의 치수들의 크기의 1/2이다.  마찬가지로, 도전성 인터커넥트 층들(M1 및 M2)의 치수들은 도전성 인터커넥

트 층들(M3 및 M4)의 치수들의 크기의 1/2이다.  하부 도전성 인터커넥트 층들의 작은 인터커넥트 폭들 및 공간

들은 증가된 커패시턴스 밀도로 MOM 커패시터들의 형성을 가능하게 한다.

[0004] 도 1에 도시된 바와 같이, MOM 커패시터들(130)은 도전성 인터커넥트들의 표준 금속화(예를 들어, 배선[0004]

라인들 및 비아들)에 의해 형성된 핑거들 사이의 측부(층내) 용량성 커플링(140)을 이용한다.  MOM 커패시터들

(130) 내의 측부 커플링(140)은, 병렬 수직 플레이트 커패시터들의 수직 커플링과 비교할 때 개선된 매칭 특성

들을 제공한다.  MOM 커패시터들(130)의 개선된 매칭 특성들은 인터커넥트 스택(110) 내에서 측부 치수들의 개

선된 프로세스 제어의 결과이다.  반대로, 작은 값의 커패시턴스를 제공하기 위한 인터커넥트 스택(110) 내에서

도전성 인터커넥트 및 유전체 층 두께의 수직 치수들의 프로세스 제어들은 덜 정확하다.

[0005] 고밀도 커패시턴스를 제작하는 것은 상당히 더 많이 도전적이 되어가고 있다.  결과적으로, IC 디바이스[0005]

들에 대한 고밀도의 커패시턴스를 제공하기 위해 미래의 프로세스 기술들에서 오직 MOM 커패시터들만을 이용하

는 것은 불충분할 수 있다.

[0006] BEOL(back end of line) 층들 내에 금속 절연체 금속(MIM) 커패시터가 제안되어 왔다.  MIM 커패시터는[0006]

수직 플레이트-투-플레이트 커플링을 이용한다.  그러나, 이러한 솔루션은 증가된 커패시터 밀도를 달성하기 위

해 추가적인 마스크들 뿐만 아니라 하이-K(HiK) 산화물 증착 프로세스를 수반한다.  이에 더해, MIM 커패시터들

은 일반적으로 인터커넥트 스택(110)의 상부 도전성 인터커넥트 층들(예를 들어, M9 및 M10) 사이에 형성된다.

발명의 내용

[0007] 본 개시물은 조합된 MIM 및 MOM 구조체를 갖는 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor)[0007]

구조체를 설명한다.  조합된 구조체는 커패시턴스 밀도를 증가시킨다.

[0008] 본 개시물의 일 양상에서, CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체는 집적 회로[0008]
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(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층에 커플링된 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조

체를 갖는다.  MOM 커패시터 구조체는 인터커넥트 스택의 적어도 하나의 하부 인터커넥트 층을 포함한다.  CBC

구조체는 또한 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 인터커넥트 스택의 제 2 상부 인터커넥트 층을 포함할 수 있다.

CBC 구조체는 또한 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 적어도 하나의 금속 절연체 금

속(MIM) 커패시터 층을 포함한다.  이에 더해, CBC 구조체는 또한 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시

터 구조체를 포함할 수 있다.  MIM 커패시터 구조체는, 제 1 상부 인터커넥트 층의 적어도 일부를 갖는 제 1 커

패시터 플레이트 및 MIM 커패시터 층(들)의 적어도 일부를 갖는 제 2 커패시터 플레이트를 포함한다.

[0009] 본 개시물의 다른 양상에 따르면, CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체를 제[0009]

작하기 위한 방법이 설명된다.  이 방법은 집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 하부 인터커넥트 층들

내에 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조체를 형성하는 단계를 포함한다.  이 방법은 또한 인터커넥트 스택의

제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 적어도 하나의 금속 절연체 금속(MIM) 커패시터 층

을 증착하는 단계를 포함한다.  방법은 MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시터 구조체를 형성하는 단계

를 더 포함한다.  MIM 커패시터 구조체는, 제 1 상부 인터커넥트 층의 적어도 일부를 갖는 제 1 커패시터 플레

이트 및 MIM 커패시터 층(들)의 적어도 일부를 갖는 제 2 커패시터 플레이트를 포함한다.

[0010] 본 개시물의 추가적인 양상에서, CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체가 설[0010]

명된다.  CBC 구조체는 집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층에 커플링되는,

전하를 저장하기 위한 수단을 포함한다.  전하 저장 수단은 인터커넥트 스택의 적어도 하나의 하부 인터커넥트

층을 포함한다.  CBC 구조는 또한 전하 저장 수단에 커플링된 인터커넥트 스택의 제 2 상부 인터커넥트 층을 포

함할 수 있다.  CBC 구조체는 또한 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 적어도 하나의

금속 절연체 금속(MIM) 커패시터 층을 포함한다.  이에 더해, CBC 구조체는 또한 MOM 커패시터 구조체에 커플링

된 MIM 커패시터 구조체를 포함할 수 있다.  MIM 커패시터 구조체는, 제 1 상부 인터커넥트 층의 적어도 일부로

서 제 1 커패시터 플레이트를, 그리고 MIM 커패시터 층(들)의 적어도 일부로서 제 2 커패시터 플레이트를 포함

한다.

[0011] 후술하는 상세한 설명이 더 잘 이해될 수 있게 하기 위해 본 개시물의 특징들 및 기술적 이점들이 다소[0011]

광범위하게 개략되었다.  본 개시물의 추가적인 특징들 및 이점들이 이하 설명될 것이다.  본 개시물이 본 개시

물의 동일한 목적을 수행하기 위해 다른 구조체들을 변형하거나 또는 설계하기 위한 기초로서 용이하게 활용될

수 있다는 점이 당업자들에 의해 인식되어야 한다.  또한, 첨부된 청구항들에서 설명된 것과 같이 이러한 동일

한 구성들이 본 개시물의 교시들로부터 벗어나지 않는다는 점을 당업자들에 의해 실현되어야만 한다.  추가적인

목적들 및 이점들과 함께, 자신의 조직 및 동작 방법에 따른 본 개시물의 특징이 되는 것으로 믿어지는 신규의

특징들은 첨부된 도면들과 함께 고려될 때 이하의 설명으로부터 더 잘 이해될 것이다.  그러나, 도면들 각각이

오직 예시 및 설명의 목적으로 제공되며 본 개시물의 제한들의 정의로서 의도되지 않는다는 점이 명확히 이해되

어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0012] 본 개시물의 특징들, 속성, 및 이점들은, 도면들과 관려하여 취해질 때 이하에 설명된 발명을 실시하기[0012]

위한 구체적인 내용으로부터 더욱 명백하게 될 것이다.

[0013] 도 1은 종래의 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조체들을 포함하는 인터커넥트 스택을 포함하는 집적

회로(IC) 디바이스를 예시하는 블록도이다.

[0014] 도 2는 본 개시물의 양상에 따른 상보형 BEOL(back end of line) 커패시터 구조체를 포함하는 집적 회로

(IC) 디바이스를 예시하는 단면도를 도시한다.

[0015] 도 3은 본 개시물의 다른 양상에 따른 상보형 BEOL 커패시터 구조체를 포함하는 집적 회로(IC) 디바이스

를 예시하는 단면도를 도시한다.

[0016] 도 4는 본 개시물의 추가의 양상에 따른 상보형 BEOL 커패시터 구조체를 포함하는 집적 회로(IC) 디바이

스를 예시하는 단면도를 도시한다.

[0017] 도 5는 본 개시물의 다른 양상에 따른 상보형 BEOL 커패시터 구조체를 포함하는 집적 회로(IC) 디바이스

를 예시하는 단면도를 도시한다.

[0018] 도 6은 본 개시물의 추가적인 양상에 따른 상보형 BEOL 커패시터 구조체를 포함하는 집적 회로(IC) 디바
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이스를 예시하는 단면도를 도시한다.

[0019] 도 7은 본 개시물의 일 양상에 따른 상보형 BEOL 커패시터 구조체를 제조하기 위한 방법을 예시한다.

[0020] 도 8은 본 개시물의 양상이 유리하게 채용될 수 있는 예시적인 무선 통신 시스템을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0021] 첨부된 도면들과 관련하여 아레애 설명된 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용은, 다양한 구성들의 설명[0013]

으로서 의도되며, 오직 본원에 설명된 개념들이 실행될 수 있는 구성들만을 나타내도록 의도되는 것은 아니다.

상세한 설명은 다양한 개념들의 완전한 이해를 제공하기 위해 특정 세부사항들을 포함한다.  그러나, 이러한 개

념들이 이러한 특정 세부사항들 없이도 실행될 수 있다는 것은 당업자들에게 명백하게 될 것이다.  몇몇 예시들

에서, 이러한 개념들을 모호하게 하는 것을 회피하기 위해 잘-알려진 구조들 및 컴포넌트들이 블록도 형태로 도

시된다.  본원에 설명된 바와 같이, 용어 "및/또는"의 이용은 "포괄적 OR"을 나타내도록 의도되고, 용어 "또

는"의 이용은 "배타적 OR"을 나타내도록 의도된다.

[0022]  본  개시물의  하나의  양상은  CBC(complementary  back  end  of  line  (BEOL)  capacitor)  구조체를[0014]

설명한다.  일 구성에서, CBC 구조체는 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조체 및 하나 또는 그 초과의 금속

절연체 금속(MIM) 커패시터 구조체들을 조합한다.  상이한 도전성 인터커텍트 층들로부터 MIM 커패시터 구조체

와 MOM 커패시터 구조체를 조합하는 것은, 상보형 BEOL 커패시터 구조체에 증가된 커패시턴스 면적 밀도를 제공

한다.  이러한 구성에서, 상보형 BEOL 커패시터 구조체는, MOM 커패시터 구조체의 도전성 핑거들의 측부 커플링

을 MIM 커패시터 구조체의 병렬 플레이트들의 수직 커플링과 조합한다.  상보형 BEOL 커패시터 구조체는 인터커

넥트 스택의 상이한 도전성 인터커넥트 층들로부터 커패시터 구조체들을 조합함으로써 증가된 커패시터 면적 밀

도를 나타낸다.  이 구성에서, IC 디바이스의 인터커넥트 스택은 다수의 도전성 인터커넥트 층들(예를 들어, 도

전성 층들 M1 내지 M10)을 포함한다.  MOM 커패시터 구조체가 종래의 프로세스를 이용하여 형성되는 반면, 이

구성에서 MIM 커패시터를 형성하기 위한 프로세스는 상보형 BEOL 커패시터 구조체를 형성하기 위해 변경된다.

[0023] MIM 커패시터 구조체는 인터커넥트 스택의 상부 인터커넥트 층들(예를 들어, M9 및 M10) 사이에 형성될[0015]

수 있다.  일 구성에서, MIM 커패시터의 상단 플레이트 또는 하단 플레이트 중 단일의 플레이트는 상단/하단 플

레이트 바로 아래에 있는 상부 도전성 인터커넥트 층들 중 하나와 MIM 커패시터의 상단/하단 플레이트 사이에

MIM 커패시터 구조체를 형성하는데 이용된다.  특히, 본 개시물의 일 양상은, 예를 들어, 도 2에 도시된 바와

같이, 상보형 BEOL  커패시터 구조체를 형성하기 위해 MOM 커패시터 구조체의 포지티브 및 네거티브 노드들과

MIM 커패시터 구조체를 커플링한다.  MIM 커패시터 구조체의 플레이트로서 인터커넥트 스택의 상부 인터커넥트

층들 중 하나의 이용은 간략화된 제조 프로세스를 가능하게 한다.  이러한 방식으로의 MIM 커패시터의 제조는

MIM 커패시터의 플레이트들 중 하나를 제조하기 위한 추가적인 증착 및 마스크를 회피한다.  즉, MIM 커패시터

구조체는, 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 단일의 MIM 커패시터 플레이트와 인접하는 상부 인터커넥트 층

사이에 형성된다.

[0024] 도 2는 본 개시물의 일 양상에 따른 CBC(상보형 BEOL 커패시터) 구조체(220)를 포함하는 집적 회로(IC)[0016]

디바이스(200)를 예시하는 단면도를 도시한다.  대표적으로, IC 디바이스(200)는 인터커넥트 스택(210)을 지지

하는 반도체 기판(예를 들어, 실리콘 웨이퍼)(102)를 포함한다.  이러한 구성에서, 인터커넥트 스택(210)은 다

수의 도전성 인터커넥트 층들(예를 들어, M0 내지 M10)을 포함한다.  도전성 인터커넥트 층들(M0 내지 M10)을

참조하여 설명되었지만, 본 개시물은 인터커넥트 스택을 포함하는 임의의 IC 디바이스에 적용될 수 있으며, 이

임의의 IC 디바이스에서 다수의 도전성 인터커넥트 층들은 관련 프로세스 기술에 의해 결정된다.  본원에 설명

된 바와 같이, 용어 "반도체 기판"은 다이싱된 웨이퍼(diced wafer)의 기판을 지칭할 수 있거나 또는 다이싱되

지 않은 웨이퍼, 즉, 웨이퍼 그 자체의 기판을 지칭할 수 있다.  용어 "금속"은 임의의 도전성 또는 반도체 재

료일 수 있다.

[0025] 도 2에서, 금속 산화물 금속(MOM) 커패시터 구조체(230)는, 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 인터[0017]

커넥트 스택(110)의 하부 도전성 인터커넥트 층들(예를 들어, M1-M6) 내에 형성된다.  이러한 구성에서, 제 1

상부 인터커넥트 층(212)(M9)과 제 2 상부 인터커넥트 층(214)(M10) 사이에 금속 절연체 금속(MIM) 커패시터를

형성하는 종래의 프로세스는 변형된다.  MIM 커패시터의 하단 플레이트(262) 및 상단 플레이트(266)를 형성하기

위해 종래의 MIM  프로세스를 이용하는 것 보다는,  이 구성에서, MIM  커패시터 구조체(250)는 상단 플레이트

(252) 및 하단 플레이트로서 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(예를 들어, M9)을 포함한다.  즉, 종래의 MIM 마스

크 또는 프로세스는, 제 1 상부 인터커넥트 층(212)과 제 2 상부 인터커넥트 층(214) 사이에 형성될 수 있는
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MIM  커패시터의 상단 플레이트를 제조하기 위한 마스크 및 증착을 스킵하기 위해 이러한 위치에서 변형된다.

상단 플레이트(266)는, 이러한 구성에서 실제로 존재하지 않을 것이기 때문에 점선으로 도시된다(도 6 참조, 예

를 들어, 상단 플레이트(466)를 갖는 MIM 커패시터).

[0026] 이러한 구성에서, MIM 커패시터 구조체(250)의 상단 플레이트(252)는 종래의 MIM 프로세스의 하단 플레[0018]

이트 마스크를 이용함으로써 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(M9) 위에 형성된다.  비아(217)를 통해 제 2 상부

인터커넥트 층(214)에 커플링된 MIM 커패시터 구조체(250)의 상단 플레이트(252) 상에 선택적인 유전체 층(25

6)이 형성된다.  이에 더해, 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(M9)이 비아(216)를 이용하여 제 2 상부 인터커넥트

층(214)(M10)에 커플링된다.

[0027] MIM 커패시터 구조체(250)의 커패시턴스 밀도(C1)는 후술하는 바와 같이 결정될 수 있다:[0019]

[0028] MIM 커패시터 구조체(250)의 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(하단 플레이트)과 상단 플레이트(252) 사이[0020]

의 거리(254)는 일반적으로 종래의 MIM 프로세스에 따라 50 내지 100 나노미터의 범위에 있다.  유전 상수(k1)

가 5와 동일하다고 가정하면, 상단 플레이트(252)와 제 1 상부 인터커넥트 층(212) 사이의 거리(254)는 50나노

미터이고, MIM 커패시터 구조체(250)의 커패시턴스 밀도(C1)는 마이크로 제곱 미터 당 대략 0.89(fF)(fF/㎛
2
)와

동일하다.  MOM 커패시터 구조체(230)의 커패시턴스 밀도는 각각의 층마다 대략 0.78fF/㎛
2
이다(하부 도전성 인

터커넥트 층들(예를 들어, M1 내지 M6) 중 하나의 90 나노미터 피치 및 28 나노미터 프로세스 기술에 따른 미세

라인 구성을 가정함).  MIM 커패시터 구조체(250)의 커패시턴스 밀도(C1)는, 언급된 미세 라인 구성에 따라 제

조될 때, MOM 커패시터 구조체(230)의 하나의 하부(또는 더 미세한) 층의 커패시턴스 밀도와 대략적으로 동일하

다.

[0029] 도 3은 본 개시물의 일 양상에 따른 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체[0021]

(320)를 포함하는 집적 회로(IC) 디바이스(300)를 예시하는 단면도를 도시한다.  일 구성에서, MIM 커패시터 구

조체(350)는 상단 플레이트(358), 하이-K 유전체 층(356) 및 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(예를 들어, M9)을

하단 플레이트로서 포함한다.   이러한 구성에서,  상단 플레이트(358)는  오직 MIM  커패시터의 상단 플레이트

(366)만을 제조하기 위해 변형된 MIM 프로세스를 이용하여 제조된다.  즉, 종래의 MIM 프로세스는 제 1 상부 인

터커넥트 층(212)(M9)과 제 2 상부 인터커넥트 층(214)(M10) 사이에 형성될 수 있는 MIM 커패시터의 하단 플레

이트를 제조하기 위한 증착 및 마스크를 스킵하도록 변형된다.  이에 더해, 하이-K 유전체 층(356)은 MIM 커패

시터 구조체(350)의 커패시턴스 밀도(C2)를 증가시키기 위해 상단 플레이트(358) 상에 증착될 수 있다.  CBC 구

조체(320)의 커패시턴스 밀도는 MIM 커패시터 구조체(350)(C2) 및 MOM 커패시터 구조체(230)의 조합된 병렬 커

패시턴스 밀도를 포함할 수 있다.

[0030] 도 4는 본 개시물의 다른 양상에 따른 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체[0022]

(420)를 포함하는 집적 회로(IC) 디바이스(400)를 예시하는 단면도를 도시한다.  이러한 구성에서, 제 1 MIM 커

패시터 구조체(450)는 상단 플레이트(452)  및 제 1 상부 인터커넥트 층(212)을 하단 플레이트로서 포함한다.

즉, 제 1 MIM 커패시터 구조체(450)의 하단 플레이트는 인터커넥트 스택(210)의 제 1 상부 인터커넥트 층(212)

(예를 들어, M9)에 대응한다.  이에 더해, 제 2 MIM 커패시터 구조체(460)는 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(M

9)과 제 2 상부 인터커넥트 층(214)(M10) 사이에 형성된다.  제 2 MIM 커패시터 구조체(460)는 하단 플레이트

(462), 유전체 층(464), 및 상단 플레이트(466)를 포함한다.  하단 플레이트(462)는 비아들(416 및 417)을 통해

제 1 상부 인터커넥트 층(212) 및 제 2 상부 인터커넥트 층(214)에 커플링된다.  상단 플레이트(466)는 비아들

(418 및 419)을 통해 제 1 상부 인터커넥트 층(212) 및 제 2 상부 인터커넥트 층(214)에 커플링된다.

[0031] 도 4에 추가로 예시된 바와 같이, 제 1 MIM 커패시터 구조체(450) 및 제 2 MIM 커패시터 구조체(460)는[0023]

상단 플레이트(452) 및 하단 플레이트(462)를 공유한다.  즉, 제 2 MIM 커패시터 구조체(460)의 하단 플레이트

는 또한 제 1 MIM 커패시터 구조체(450)의 상단 플레이트(452)로서 기능한다.  CBC 구조체(420)는, 제 1 MIM 커

패시터 구조체(450(C1), 제 2 MIM 커패시터 구조체(460)(C3), 및 MOM 커패시터 구조체(230)의 조합된 병렬 커패

시턴스 밀도를 포함할 수 있다.

[0032] 도 5는, 본 개시물의 추가적인 양상에 따른 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구[0024]

조체(520)를 포함하는, 집적 회로(IC) 디바이스(500)를 예시하는 단면도를 도시한다.  이 구성에서, MOM 커패시

터 구조체(530)의 상부 층(532)은 인터커넥트 스택(210)의 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(M9)이다.  MOM 커패시

터 구조체(530)의 상부 층(532)이 병렬 도전성 핑거들을 포함하는 것으로 도시되지만,  MOM  커패시터 구조체

(530)의 도전성 핑거들은 병렬로, 직교하여, 또는 다른 유사한 하이브리드 구성으로 배열될 수 있다.  MIM 커패
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시터  구조체(550)는  하단  플레이트를  제공하기  위해  MOM  커패시터  구조체(530)의  상부층(532)을  공유할  수

있다.  이 구성에서, MIM 커패시터 구조체(550)는, 상단 플레이트(558), 하이-k 유전체 층(556) 및 제 1 상부

인터커넥트 층(212)을 하단 플레이트로서 포함한다.

[0033] 이 구성에서, 상단 플레이트(558)는 오직 MIM 커패시터의 상단 플레이트(566)만을 제조하기 위해 변형된[0025]

MIM 프로세스를 이용하여 제조될 수 있다.  즉, 종래의 MIM 프로세스는 제 1 상부 인터커넥트 층(212)과 제 2

상부 인터커넥트 층(214) 사이에 형성된 MIM 커패시터의 하단 플레이트를 제조하기 위한 마스크 및 증착을 스킵

하도록 변형된다.  이에 더해, 하이-K 유전체 층(556)은 MIM 커패시터 구조체(550)의 커패시턴스 밀도(C2')를

증가시키기 위해 상단 플레이트(558) 상에 증착될 수 있다.  이러한 구성에서, MIM 커패시터 구조체(550)의 커

패시턴스 밀도(C2')는 도 3의 MIM 커패시터 구조체(350)의 커패시턴스 밀도(C2) 미만이다.

[0034] 도 6은 본 개시물의 추가적인 양상에 따른 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구[0026]

조체(620)를 포함하는 집적 회로(IC) 디바이스(600)를 예시하는 단면도를 도시한다.  이러한 구성에서, MIM 커

패시터 구조체(460)는 제 1 상부 인터커넥트 층(212)과 제 2 상부 인터커넥트 층(214) 사이에 형성된다.  그러

나, 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 제 1 상부 인터커넥트 층(212)은 변형되어, 이에 따라 제 1 상부 인

터커넥트 층(212)은 추가적인 MIM 커패시터 구조체의 형성을 위한 하단 플레이트를 제공하지 않게 된다.  이러

한 구성에서, CBC 구조체(620)는 MIM 커패시터 구조체(460)(C3)와 MOM 커패시터 구조체(230)의 조합된 병렬 커

패시턴스 밀도를 포함할 수 있다.

[0035] 도 7은 본 개시물의 일 양상에 따른 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조체를[0027]

제조하기 위한 방법(700)을 예시한다.  블록(710)에서, 금속 산화물 금속(MOM)  커패시터 구조체는 집적 회로

(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 하부 인터커넥트 층들 내에 형성된다.  예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같

이, MOM 커패시터(130)는 인터커넥트 스택(110)의 하부 도전성 인터커넥트 층들(예를 들어, M1-M6) 내에 형성된

다.  블록(712)에서, 하나 또는 그 초과의 금속 절연체 금속(MIM) 커패시터 층들은 인터커넥트 스택의 제 1 상

부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이에 증착된다.

[0036] 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(M9)과 제 2 상부 인터커넥트 층[0028]

(214)(M10) 사이에 MIM 커패시터를 형성하는 종래의 프로세스는 변형된다.  MIM 커패시터의 상단 플레이트 및

하단 플레이트를 형성하기 위해 종래의 MIM 프로세스를 이용하는 것보다는, 이러한 구성에서, 하단 플레이트 마

스크 및 증착 프로세스가 이용되어 MIM 커패시터 구조체(250)의 제 1 커패시터 플레이트(상단 플레이트(252))를

제조한다.  이에 더해, 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(예를 들어, M9)은 MIM 커패시터 구조체(250)의 제 2 커패

시터 플레이트를 제공한다.  대안적인 구성에서, 상단 플레이트(358)는, 예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이,

오직 MIM 커패시터의 상단 플레이트(366)만을 제조하기 위해 변형된 MIM 프로세스를 이용하여 제조된다.  즉,

종래의 MIM 프로세스는 제 1 상부 인터커넥트 층(212)(M9)과 제 2 상부 인터커넥트 층(214)(M10) 사이에 형성될

수 있는 MIM 커패시터의 하단 플레이트를 제조하기 위한 마스크 및 증착을 스킵하도록 변형된다.

[0037] 도 7을 다시 참조하면, 블록(714)에서, MOM 커패시터 구조체에 커플링된 MIM 커패시터 구조체가 형성된[0029]

다.  예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, MIM 커패시터 구조체(250)는 제 1 커패시터 플레이트로서 제 1 상부

인터커넥트 층(212)의 적어도 일부를 포함하고, 제 2 커패시터 플레이트(상단 플레이트(252))는 변형된 MIM 제

조 프로세스에 따라 형성된 하단 커패시터 플레이트를 포함한다.  예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, MIM 커

패시터의 상단 플레이트 또는 하단 플레이트 중 단일의 플레이트가 이용되어 종래의 MIM 커패시터의 상단/하단

플레이트와 상부 도전성 인터커넥트 층들 중 하나 사이에 MIM 커패시터 구조체를 형성한다.  특히, 본 개시물의

일 양상은, 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, CBC 구조체(220)를 형성하기 위해 MOM 커패시터 구조체(230)

의 포지티브 및 네거티브 노드들을 통해 MIM 커패시터 구조체(250)를 커플링한다.

[0038] 일 구성에서, 집적 회로(IC) 디바이스의 CBC(complementary back end of line (BEOL) capacitor) 구조[0030]

체는 집적 회로(IC) 디바이스의 인터커넥트 스택의 제 1 상부 인터커넥트 층에 커플링된, 전하를 저장하기 위한

수단을 포함한다.  전하 저장 수단은, 인터커넥트 스택의 적어도 하나의 하부 인터커넥트 층을 포함한다.  본

개시물의 일 양상에서, 전하 저장 수단은 전하 저장 수단에 의해 나열된 기능들을 수행하도록 구성된 MOM 커패

시터 구조체(230)일 수 있다.  CBC 구조체는 또한, 전하 저장 수단에 커플링된 인터커넥트 스택의 제 2 상부 인

터커넥트 층을 포함할 수 있다.  CBC 구조체는 또한 제 1 상부 인터커넥트 층과 제 2 상부 인터커넥트 층 사이

에 적어도 하나의 금속 절연체 금속(MIM) 커패시터 층을 포함한다.  이에 더해, CBC 구조체는 전하 저장 수단에

커플링된 MIM 커패시터 구조체를 포함한다.  MIM 커패시터 구조체는, 제 1 상부 인터커넥트 층의 적어도 일부를

갖는 제 1 커패시터 플레이트, 및 적어도 하나의 MIM 커패시터 층의 적어도 일부를 갖는 제 2 커패시터 플레이
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트를 포함한다.  다른 양상에서, 전술한 수단은 전하 저장 수단에 의해 나열된 기능들을 수행하도록 구성된 임

의의 디바이스일 수 있다.

[0039] 도 8은, 본 개시물의 양상이 유리하게 채용될 수 있는 예시적인 무선 통신 시스템(800)을 도시한다.  예[0031]

시의 목적으로, 도 8은 3개의 원격 유닛들(820, 830, 및 850) 및 2개의 기지국들(840)을 나타낸다.  무선 통신

시스템들이 더 많은 그 이상의 원격 유닛들 및 기지국들을 가질 수 있다는 점이 인식될 것이다.  원격 유닛들

(820, 830, 및 850)은 CBC 구조체들(825A, 825B, 및 825C)을 포함한다.  도 8은, 기지국들(840)로부터 원격 유

닛들(820, 830, 및 850)로부터의 순방향 링크 신호들(880) 및 원격 유닛들(820, 830, 및 850)로부터 기지국들

(840)로의 역방향 링크 신호들(890)을 나타낸다.

[0040] 도 8에서, 원격 유닛(820)은 모바일 전화로서 도시되고, 원격 유닛(830)은 휴대용 컴퓨터로서 도시되며,[0032]

원격 유닛(850)은 무선 로컬 루프 시스템 내의 고정 위치 원격 유닛으로서 도시된다.  예를 들어, 원격 유닛들

은 셀 전화들, 핸드헬드 개인 통신 시스템(PCS: personal communication systems) 유닛들, 셋톱 박스, 음악 플

레이어, 비디오 플레이어, 엔터테인먼트 유닛, 내비게이션 디바이스, 휴대용 데이터 유닛들, 예를 들어, 휴대

정보 단말기들, 또는 고정 위치 데이터 유닛들, 예를 들어, 검침(meter reading) 장비)일 수 있다.  도 8은 본

개시물의 교시들에 따라 CBC 구조체들(825A, 825B, 및 825C)을 이용할 수 있는 원격 유닛들을 예시하지만, 본

개시물은 이러한 예시적인 설명된 유닛들로 한정되는 것은 아니다.  예를 들어, 본 개시물의 양상들에 따른 CBC

구조체는 임의의 디바이스에 적절하게 채용될 수 있다.

[0041] 펌웨어 및/또는 소프트웨어 구현의 경우, 방법들은 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하는 모듈들(예[0033]

를 들어, 프로시저들, 함수들 등)로 구현될 수 있다.  명령들을 유형적으로 구현하는 임의의 기계 판독 가능 매

체가 본 명세서에서 설명된 방법들의 구현에 사용될 수 있다.  예를 들어, 소프트웨어 코드들은 메모리에 저장

되고 프로세서 유닛에 의해 실행될 수 있다.  메모리는 프로세서 유닛 내부에 또는 프로세서 유닛 외부에 구현

될 수 있다.  본 명세서에서 사용된 바와 같이, "메모리"라는 용어는 임의의 타입의 장기, 단기, 휘발성, 비휘

발성 또는 다른 메모리를 지칭하며, 메모리의 임의의 특정 타입이나 메모리들의 개수, 또는 메모리가 저장되는

매체들의 타입으로 한정되는 것은 아니다.  

[0042] 본 개시 및 그 이점들이 상세히 설명되었지만, 첨부된 청구항들에 의해 정의된 바와 같이 본 개시의 기[0034]

술을 벗어나지 않으면서 본 명세서에 다양한 변경들, 치환들 및 개조들이 이루어질 수 있다고 이해되어야 한다.

예를 들어, 기판 또는 전자 디바이스에 관해 "위(above)"와 "아래(below)"와 같은 상관 용어들이 사용된다.  물

론, 기판 또는 전자 디바이스가 뒤집어진다면, 위가 아래가 되고, 아래가 위가 된다.  추가로, 옆으로 배향된다

면, 위와 아래는 기판 또는 전자 디바이스의 측면들을 의미할 수 있다.  더욱이, 본 출원의 범위는 본 명세서에

서 설명된 프로세스, 기계, 제조, 물질의 조성, 수단, 방법들 및 단계들의 특정 실시예들로 한정되는 것으로 의

도되는 것은 아니다.  당업자가 본 개시로부터 쉽게 인지하듯이, 본 명세서에서 설명된 대응하는 실시예들과 실

질적으로 동일한 기능을 수행하거나 실질적으로 동일한 결과를 달성하는, 현재 존재하는 또는 나중에 개발될 프

로세스들, 기계들, 제조, 재료의 조성들, 수단, 방법들 또는 단계들이 본 개시에 따라 이용될 수 있다.  이에

따라, 첨부된 청구항들은 그 범위 내에 이러한 프로세스들, 기계들, 제조, 물질의 조성들, 수단, 방법들 또는

단계들을 포함하는 것으로 의도된다.

[0043] 본원에 설명된 방법들은 애플리케이션에 따라 다양한 수단에 의해 구현될 수 있다.  예를 들어, 이러한[0035]

방법들은, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다.  하드웨어 구현의 경

우, 프로세싱 유닛들은, 하나 또는 그 초과의 ASIC(application specific integrated circuit)들, DSP(digital

signal  processor)들,  DSPD(digital  signal  processing  device)들,  PLD(programmable  logic  device)들,

FPGA(field programmable gate array)들, 프로세서들, 컨트롤러들, 마이크로-컨트롤러들, 마이크로프로세서들,

전자 디바이스들, 본원에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 다른 전자 유닛들, 또는 이들의 조합 내에서 구현

될 수 있다.

[0044] 펌웨어 및/또는 소프트웨어 구현의 경우, 방법들은 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하는 모듈들(예[0036]

를 들어, 프로시저들, 함수들 등)로 구현될 수 있다.  명령들을 유형적으로 구현하는 임의의 머신 또는 컴퓨터

판독가능 매체가 본 명세서에서 설명된 방법들의 구현에 사용될 수 있다.  예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모

리에 저장되고 프로세서에 의해 실행될 수 있다.  프로세서에 의해 실행될 때, 실행 소프트웨어 코드는 본원에

서 제시된 교시들의 상이한 양상들의 다양한 방법들 및 기능들을 구현하는 동작 환경을 발생시킨다.  메모리는

프로세서 내부에 또는 프로세서 외부에서 구현될 수 있다.  본 명세서에서 사용된 바와 같이, "메모리"라는 용

어는 임의의 타입의 장기, 단기, 휘발성, 비휘발성 또는 다른 메모리를 지칭하며, 메모리의 임의의 특정 타입이
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나 메모리들의 개수, 또는 메모리가 저장되는 매체들의 타입으로 한정되는 것은 아니다.  

[0045] 본원에 설명된 방법들 및 기능들을 정의하는 소프트웨어 코드를 저장하는 머신 또는 컴퓨터 판독가능 매[0037]

체는 물리적 컴퓨터 저장 매체를 포함한다.  저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한

매체일 수 있다.  제한하지 않는 예시로서, 이러한 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다

른 광학 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 컴퓨터에 의해 액세스될 수

있고 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 저장하는데 이용될 수 있는 임의의 다른 매

체를 포함할 수 있다.  본원에 이용되는 것과 같이, 디스크(disk) 및/또는 디스크(disc)는 콤팩트 디스크(CD;

compact disc), 레이저 디스크(laser disc), 광학 디스크(optical disc), 디지털 다기능 디스크(DVD: digital

versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루-레이 디스크(blu-ray disc)를 포함하며, 여기서 디스크

(disk)들은 통상적으로 자기적으로 데이터를 재생하는 반면에 디스크(disc)들은 레이저들을 통해 데이터를 광학

적으로 재생한다.  전술한 것들의 조합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함되어야 할 것이다.

[0046] 컴퓨터 판독가능 매체상의 저장소뿐만 아니라, 명령들 및/또는 데이터는 통신 장치에 포함된 송신 매체[0038]

상에서 신호들로서 제공될 수 있다.  예를 들어, 통신 장치는, 명령들 및 데이터를 나타내는 신호들을 갖는 트

랜시버를 포함할 수 있다.  명령들 및 데이터는, 하나 또는 그 초과의 프로세서들로 하여금 청구항들에 개략된

기능들을 구현하게 하도록 구성된다.

[0047] 본 교시들 및 그들의 이점들이 상세하게 설명되었지만, 첨부된 청구항들에 의해 정의된 바와 같이 교시[0039]

들의 기술로부터 벗어나지 않고 다양한 변화들, 치환들 및 대안책들이 본원에서 행해질 수 있다는 것이 이해되

어야 한다.  더욱이, 본 출원의 범위는 본 명세서에서 설명된 프로세스, 기계, 제조, 물질의 조성, 수단, 방법

들 및 단계들의 특정 양상들로 한정되는 것으로 의도되는 것은 아니다.  당업자가 본 개시로부터 쉽게 인지하듯

이, 본 명세서에서 설명된 대응하는 실시예들과 실질적으로 동일한 기능을 수행하거나 실질적으로 동일한 결과

를 달성하는, 현재 존재하는 또는 나중에 개발될 프로세스들, 기계들, 제조, 재료의 조성들, 수단, 방법들 또는

단계들이 본 개시에 따라 이용될 수 있다.  이에 따라, 첨부된 청구항들은 그 범위 내에 이러한 프로세스들, 기

계들, 제조, 물질의 조성들, 수단, 방법들 또는 단계들을 포함하는 것으로 의도된다.

도면

도면1

공개특허 10-2015-0119232

- 13 -



도면2

도면3

공개특허 10-2015-0119232

- 14 -



도면4

도면5

공개특허 10-2015-0119232

- 15 -



도면6

도면7

공개특허 10-2015-0119232

- 16 -



도면8

공개특허 10-2015-0119232

- 17 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	청구범위
	발명의 설명
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
청구범위 3
발명의 설명 7
 기 술 분 야 7
 배 경 기 술 7
 발명의 내용 7
 도면의 간단한 설명 8
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 9
도면 9
 도면1 13
 도면2 14
 도면3 14
 도면4 15
 도면5 15
 도면6 16
 도면7 16
 도면8 17
